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1.像素内结构
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第一级：配置寄存与脉冲使能



1.像素内结构
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第二级：击中输入、屏蔽测试与置位产生

工作模式 信号要求 模式说明
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第三级：优先级仲裁、地址存取与读出复位
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第三级：优先级仲裁、地址存取与读出复位



2.像素阵列双链结构
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2.像素阵列双链结构
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3.MOS管尺寸确定
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根据addr的延迟时间，将单个PMOS管和单个NMOS
管的驱动电阻设置在5.2kΩ

PMOS管尺寸（驱动电阻为5.26kΩ）：
W=650nm,L=100nm

NMOS管尺寸（驱动电阻为5.24kΩ）：
W=275nm,L=100nm
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PMOS管驱动电阻

电路搭建 输出结果

PMOS管尺寸：W=650nm,L=100nm
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PMOS管驱动电阻

电路搭建 结果计算
1.根据输出波形,定位10%所对应的0.12V电压和90%所对
应的1.08V电压的时间，从而得到上升时间
2.改变负载电容，仿真5fF、10fF、20fF、 50fF，将它们
所对应的上升时间进行拟合，最终得到结果：

上拉驱动电阻为5.26kΩ

负载电容 CL 上升时间 t�
5 fF 65.11 ps

10 fF 121.46 ps

20 fF 236.23 ps

50 fF 585.00 ps



3.MOS管尺寸确定
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NMOS管驱动电阻

电路搭建 输出结果

NMOS管尺寸：W=275nm,L=100nm



3.MOS管尺寸确定
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NMOS管驱动电阻

电路搭建 结果计算
1.根据输出波形,定位10%所对应的0.12V电压和90%所对
应的1.08V电压的时间，从而得到下降时间
2.改变负载电容，仿真5fF、10fF、20fF、 50fF，将它们
所对应的下降时间进行拟合，最终得到结果：

下拉驱动电阻为5.24kΩ

负载电容 CL 下降时间 t�
5 fF 60.94 ps

10 fF 118.42 ps

20 fF 237.71 ps

50 fF 579.32 ps

后续可通过驱动电阻与MOS管尺寸之间的关系，从而确定所用MOS管的尺寸


